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Pa ten t ansprii che 

1. Halbleiterlaserchip ait 

• einem Kalbleiterlaserelement und 

• einem in den Halbleiterlaserchip integrierten 
Strahlformer zum Formen eines von dem . 
Halbleiterlaserelement emittierten Laserstrahls, 

• wobei der Strahlformer in Austrittsrichtur.g eines von 
derrt Kalbleiterlaserelement emittierten Laserstrahls dem 
Halbie iter laser element angeordnet ist, so dass der 
emittierte Laserstrahl durch den Strahlformer geftihrt 
wird, vobei der Strahlformer ein vorgegebenes 
Konzentrationsprofil von oxidiertem Aluminium aufweist. 

2. Halbleiterlaserchip nach Anspruch 1, 

bei dem der Stahlformer monolithisch in dem 
Halbleiterlaserchip integriert ist . 

3. Halbleiterlaserchip nach Anspruch 1 oder 2, 

bei dem der Strahlformer aluminium-haltiges Material 
aufweist . 

4. Halbleiterlaserchip nach Anspruch 3, 

bei dem der Strahlformer zumindest eine Materialkombination 
zumindest einer der folgenden Materialsysteme aufweist : 

• Ind-um-Gallium-Aluminium-Antimonid f 

• Galiium-Aluminium-Arsenid-Antimonid, oder 

• Indium-Aluminium-Arsen-Antimonid . 

5. Halbleiterlaserchip nach einem der Ansprflche 1 bis 4, 
bei dem zwischen dem Halbleiterlaserelement und dem 
Strahlformer ein Graben eingebracht ist. 

6. Halbleiterlaserchip nach Anspruch 5, 

bei dem der Graben eine 3reite zwischen der Kante des 
Halbleiterlasereiements, aus der der Laserstrahl emittiert 
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wirdv und der strahleingangsseitigen Oberflache des 
Strahlf ormers von maximal 15 \ma aufweist, 

7. Halbleiterlaserchip nach einem der Ansprttche 1 bis 6, 
bei dem das Halbleiterlasereiement ais DFB- 
Halbleiterlasereiement ausgestaltet ist. 

8* Halbleiterlaserchip nach einem der Ansprtiche 1 bis 6, 
bei dem das Halbleiterlasereiement als FF- 
Kalbleiterlaserelement ausgestaltet ist. 

9, Verfahren zum Herstellen eines Halbleiterlaserchips, 

• bei dem ein Halbleiterlasereiement gebildet wird, 

• bei dem in Austrittsrichtung eines von dem 
Halbleiterlasereiement, emittierten Laserstrahls ein 
Strahlformer gebildet wird, so dass der emittierte 
Laserstrahl durch den Strahlformer gefuhrt wird. 

• wobei zum Bilden des Strahlf ormers 

• in Austrittsrichtung eines von dem 
Halbleiterlasereiement emittierten Laserstrahls ein 
Strahlf ormerbereich gebildet wird, wobei der 
Strahlf ormerbereich Aluminium enthait, 

• in dem Strahlf ormerbereich ein gewunschtes 
Aluminiurr-Konzentrationsprofil gebildet wird, 

• eine selektive Oxidation des Strahlformerbereichs 
durchgefiihrt wird, so dass abhangig von. dem 
Aluminium-Konzentrationsprof il der Strahlformer 
gebildet wird. 

10. Verfahren nach Anspruch 9, 

bei dem fttr den Strahlf ormerbereich zumindest eine 
Materialkombination zumindest einer der folgenden 
Materiaisysteme verwendet wird: 

• Indium-Gallium-Aluminium- Ant imonid, 

• Gallium-Aluminium-Arsenid-Antimonid, oder 

• Indium-Aluminium-Arsen-Antimonid. 
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11. "Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, 
bei dem zwischen das Halbleiterlaserelement und den 
Strahlforrnerbereich oder den Strahlformer ein Graben 
eingebracht wird. 



